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V erfaliren und Vorrichtuixg zur wechseteeitigen Kontaktieruntg vow zwei Wafcm 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur wechselseitigen 
Kontaktierung von zwei waferartigeri Bauelenrent-Verbundanordnungen 
aus einer Vielzahl zusammenharigend ausgebildeten gleichartigen Bau- 
elementen, die nachfolgend vereinfacht als Wafer bezeichnet werden, 
insbesondere eines Halbleiter-Wafers rnit einem Funktionsbauelement- 
Wafer, zur Herstellung von elektronischen Baugruppen auf Wafer-Ebene 
sowie eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des vorgenannten Verfahrens. 

Das Verfahren der vorgenannten Art kommt ganz allgemein dann zur 
Anweudung, wetiti es darum geht ? in einem Verb und zusammenhangend 
ausgebildete Substrate mit ebenfalls in einem Verb und angeordneten 
Bauelemeriten ohne vorhergehende Aufiosung des jeweiligen Verbunds 
miteinander zu verbinden. 

Zur Herstellung elektronischer Baugruppen auf Chipebene ist es bekannt, 
Chips bzw, Chipmodule mit den xiber die Chips angesteuerten Funktions- 
bau element en, wie beispielswej.se eine "Laserdiode sowohl den Chip als 
auch die Laserdiode auf Wafer-Ebene, also in einen zusamrnenhangcndeti 
Wafer-Verbund herzustellen und anschlieBend vor Kontaktierung des 
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Chips mit der Laserdiode sowohl den Chip als auch die Laserdiode aus 
dem jeweiligen Wafer-Verbund zu vereinseln. Hieraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, eine* zur Kontaktiemng des Chips mit der Laserdiode 
notwendigen Positionierungs- und Verbindungsvorgang entsprechend der 
5 Anzahl der Chips bzw. der Laserdioden separat und wiederholt durchzu- 
fiihrexi. 

Je Bach Art und Ausftihrung des fur die Kontaktierung mit dem Chip 
vorgesehenen Funktionsbauelements erweist es sich uberdies noch als 
erforderlich ein Kontaktierungsverfahren sicherzustellen und entspre- 

10 chend zu Uberwachen, bei dem die Temperaturbelastung des Fanktions- 
bauelements in vorgegebenen Grenzen bleibt. Diese Grenzen sind insbe- 
sondere bei sehr temperaturanfalligen Funktionsbauelementen, wie 
beispielsweise Kunststoffraikrolinaen, sehr niedrig, so dass bei jedem 
einzelnen Kontaktierttngsvorgang zwi$chen dem Chip und dem Funkti- 

15 onsbauelement fur erne Begrenzuug der bei dem Kontaktierungsvotgang 
im Funktionsbauelement erreichten Temperatur, beispielsweise durch 
entsprechende Kuhlmaflnahtnen zu sorgen ist, 

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Her- 
stellung entsprechender elektronischer Baugruppen auf Wafer-Ebene zu 
20 ermoglichen und daruber hinaus sicherzustellen, dass auch bei tempera- 
turcmpfindlichen Funktionsbauelementen eine zulassige Temperaturbe- 
lastung nicht uberschritten wird. 

Zur LGsung dieser Aufgabe weist das .erfindungsgemM.Be Verfahren die 
Merkmale des Anspruchs 1 sowie die erfindungsgem&Be, Vorrichtung die 
25 Merkmale des Anspruchs 7 auf. 

Bei dem erfindungsgemaflen Verfahren werden die beiden jeweUs auf 
ihren einander gegenuberliegenden Kontaktoberflachen mit Kontaktme- 
tallisierungen versehenen Wafer zur Ausbildung von Kontaktpaarungen 
mit ihren Kontaktmetallisierungen in eine Uberdeckungslage gebracht, in 
30 der die miteinander zu verbindcndcn Kontaktmctallisicrungen gegenein- 
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ander gedrllckt werden. Die Kontaktierung der Kontaktmetallisicrungen 
erfolgt durch eine ruckwartige Bcaufschlagung des einen Wafer? mit 
Laserstrahlung, wobei die Wellenlange der Laserstrahlung in Abhangig- 
keit vom Absorptionsgrad des ruckwartig beaufschlagten Wafers so 
5 gewahlt wird, dass eine Transmission der Laserstrahlung durch den 
ruckwartig beaufschlagten Wafer im Wesentlichen unterbleibt. 

Hierdurch wird sicherge$1:e]U ? dass eine Erwarmung des rnit dem ersten 
Wafer zu kontaktierenden zweiten Wafers im Wesentlichen uber die 
Kontaktpaare bildenden Kontaktmetallisierungen erfolgt, und eine 
10 unmittelbare Beaufschlagung des zweit.cn Wafers durch die Laserstrah- 
lung unterbleibt. 

Der durch die Kontaktierung der beiden Wafer geschaffene Waferver- 
bund kann nachfolgend durch Vcrcinzelung in vereinsselte elektronische 
Baugmppen bestehend aus einem Chip und einem damit kontaktierten 
15 Funktionsbauelement aufgelost werden, 

Bei einer besonders zu bevorzugenden Variante des Verfahrens erfolgt 
die Laserbeaufschlagung mittels einer Verbundanordnung von mebxeren 
Diodenlasern, die einzeln Oder in Gruppen zusammengefasst zur Emissi- 
on von Laserstrahlung aktiviert werden, derart, dass samtliche oder in 
20 Gruppen zusammengefasste Kontaktpaanmgcn zur Kontaktierung mit 
Laserstrahlung beaufschlagt werden. 

Zum einen ermftglicht die Verwendung von Laserdioden zur Laserbeauf- 
schlagung des Wafers eine besonders pxakte Einstellbarkcit der von der 
laseraktiven Schicht des Diodenlasers emittierten Wellenlange, so dass 

25 ein entsprechend hoher Absorptionsgrad im ruckwartig beaufschlagten 
Wafer erreichbar ist. Zum anderen ermogiicht die definierte Aktivierung 
ausgewahlter Diodeulaser aus einer Verbundanordnung eine Laserbeauf- 
schlagung gerade in dem Urnfang, wie er zur Kontaktierung benotigt 
wird. In entsprechender Weise wird der ruckwartig beaufschlagte Wafer 

30 nur soweit erwarmt, wie es zur Kontaktierung unbedingt notwendig ist. 
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Daunt reduziert gich auch ein moglicher Warmestrahlungsiibergang von 
dem durch Absorption aufgeheizten ersteti Wafer auf den gegenuberlie- 
gend zur Kontaktier.ung vorgesehenen zweiten Wafer. 

Wenn die Diodenlaser-Verbundanordnung als Diodenlaser- 
5 Linearanordnung ausgebildet ist, die mit Abstand unterhalb des riickwar- 
tig mit Laserstrahlung beaufschlagten Wafers angeordnet ist, derart, das$ 
die Diodenlaser-Linearanordnung zumindest einachsig und parallel zur 
Erstreckungsebene des Wafers verfahren wird, ist das erfindungsgemaBe 
Verfahren mittels einer relativ geringen Anzahl von Diodenlasern durch- 
10 fuhrbar. 

Alternativ ist es moglich, die Diodenlaser- Verbundanordnung als,Dio- 
denlaser-Matrixariordnung auszubilden, wobei die Diodenlaser entspre- 
chend der GroBe des ruckwartig mit Laserstrahlung zu beaufschlagendeh 
Wafers in ihrer Gesamtheit oder nur im Umfang einer Teilmatrix akti- 
15 viert werden. Diese Verfahrensvariante ermoglicht die gleichzeitige 
Kontaktiertixxg aller Kontaktpaarungen, so dass die Kontaktierung auf 
Wafer-Ebene unter minimal er Temperaturbelastung fur den weiteren 
Wafer innerhalb kurzester Zeit durchfuhrbar ist. 

Wenn in einem durch den Abstand zwischen dem ruckwartig beauf- 
20 schlagten Wafer und der Diodenlaser-Verbundanordnung gebildeten 
Zwischenraum mittels einer von der Laserstrahlung durchdrungenen 
Transmissionseinrichtung eine Referenztemperatur gemessen wird, ist es 
moglioh, fortlaufend wahrend der Laserbeaufschlagung die Temperatur 
im rtickwartig beaufschlagten Wafer zu uberwachen, um beispielsweise 
25 bei Erreichen eines Temperaturschwellwertes die Diodenlaser- 
Yerbundanordnung zumindest kurzzeitig auszuschalten. 

Die Vermeidung einer unnotigen Temperaturbelastung des mit dem 
riickwartig beaufschlagten Wafer zu kontaktierenden Wafers wird auch 
unterstutzt durch den Einsatz einer zweiachsig und parallel £ur Erstre- 
30 ckungsebene des Wafers wirkeude Positioniemngseinrichtung zur Aus- 
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richtung der Kontaktmetallisierungen in einer Ubcrdeckungslage und 
Ausbildung der Kontaktpaare, da bei exakter Relativpo$itionierung der 
Kontaktpaare em geringst moglicher Wftnneeintrag in den gegemiberlie- 
genden Wafer zur Herstellung der Kontaktierung notwendig ist. 

5 Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ist mit eincm Aufnahmerahmen zur 
absttitzenden Aufnahme eines ersten Wafers auf einer ira Aufnahmerah- 
men angeordneten transparenten Platte und einer durch die transparente 
Platte vom Wafer getrennt innerhalb des Aufnahmerahmens angeordneten 
Diodenlaser-Verbundanordnung versehen. Weiterhin weist die erfin- . 
10 dungsgema.Be Vorrichtung einen Gegenhalter zur Aufnahme eines zwei- |" 
ten Wafers auf, derart, dass die mit Kontaktmetallisierungen versehenen 
Kontaktflachen der Wafer einander gegenuberliegend angeordnet sind, 
sowie eine Positioniereinrichtung zur Relativpositionicrung der Wafer, 
derart, dass tniteinander zu verbindende Kontaktmetallisierungen Kon- 
15 taktpaarungen bilden. Dariiber hinaus ist die erfindungsgemaBe Vorrich- 
tung mit einer Andruckemrichtung zut Erzeugung eines Kontaktdruoks 
zwischen den Kontaktmetallisierungen der Kontaktpaarungen versehen. 

In einer ersten Ausfuhrungsform der Vorrichtung ist die Diodenlaser- 
Verbundanordnung al$ eine Diodenlaser-Linearariordnung ausgefiihrt mit 
einer Mehrzahl von in einer Reihe angeordneten Diodenlasern 9 die auf 
einem quer zur Ausrichtung der Reihe und parallel zur Erstrcckungsebe- 
ne des Wafers verfahrbaren Diodenl&sertr&ger angeordnet sind. 

Dariiber hinaus erweist es sich als vorteilhaft, wenn die Diodenlaser der 
Diodenlaser-Linearanordnung einzeln oder gruppenweise aktivierbar 
sind, derart, dass zur Beaufschlagung einer kreisftachenftfrmigen Wafer- 
Kontaktoberfiache mit der parallel zur Erstreckungsebene des Wafers , 
verfahrbaren Diodenlaser-Linearanordnung lediglich die Diodenlaser der 
Diodenlaser-Linearanordnung aktivierbar sind, die in Abhangigkeit vom 
Verfahrweg zur Uberdeckung der zugeordneten Quererstreckung der 
Wafer-Kontaktoberflache benotigt werden. 
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Bei cincr alternativen Ausfuhrungsforrn der Vorrichtung ist die Dioden- 
laser-Verbundanordnung als eine Diodenlaser-Matrix Anordnung mit 
einer Mehrzahl von jeweils in Reihen und Spalten angeordneten Dioden- 
lasern ausgebildet. 

5 Bei der Diodenlaser-Matrixanordnung erweist es sich als vorteilhaft, 

wenn die Diodenlaser einzeln oder gruppenwcisc aktivierbar sind, derart, 
dass bei einer koaxialen Ausrichtung der Fiachenmittclpunktc dcr Wafer- 
Kontaktoberflache und der MatrixflSche die Diodenlaser entsprechcnd 
der Grofie der Wafer-KontaktoberfWche in ihrer Gesamtheit Oder nur im 

10 Umfang einer zur Uberdeckung der Wafei-Kontaktoberfl&che bendtigten 
Teilmatrix aktivierbaT aind. 

Zur Uberwachung des Kontaktierungsverfahrens erweist es sich als 
vorteilhaft, wenn in einem durch einen Abstand zwischen der transparen- 
ten Platte und der Diodenlaser-Verbundanordnung bebildeten. Zwischen- 
15 raum eine Trarisrnissionseinrichtung angeordnet ist, die zur Messung 
einer Referenztemperatur dient. 

Weiterhin erweist es sich zur Minimierung des zur Kontaktierung bend- 
tigte Warmeeintrags als vorteilhaft wenn zur Ausrichtung der Kontakt- 
metallisierungen in einer Uberdeckungslage zur Ausbildung der Kontakt- 
20 paarungen der dem nickwartig rnit Laserstrahlung beaufschlagte Wafer 
gegenuberliegende Wafer in einer zumindest zweiachsig verfahxbaren 
Positioniereinrichtung angeordnet ist. 

Wenn die Positioniereinrichtung dreiachsig ausgebildet ist, derart, dass 
neben einer zweiachsigen Positionierung des Wafers in der Erstre- 
25 ckungsebene des Wafers die Positioniereinrichtung zur Ausfuhrung einer 
Zustellbcwegung quer zur Erstreckungsebene dient, kann die Positionier- 
einrichtung auch zur Erzeugung des zur Herstellung der Kontaktierung 
benotigten Kontaktdrucks verwendet werden. 
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Nachfolgend werden Varianten des erfindungsgemaBen Verfahrens sowie 
dabei zuin Einsatz kommende Vorrichtungsalternativen anhand der : 
Zeichnung betspielhaft erlautert. 

Es zeigen: 

erne Vorrichtung zur wechselseitigen Kontaktierung 
von zwei Wafern in Seitenansicht mit einer unter- 
halb einer transparenten Platte zur Abstutzung und 
Aufnahme der Wafer angeordneten Diodenlaser- 

Verbundantirdnung; L 

eine erste Ausfuhrungsform der in Fig- 1 dargestell- 
ten Vorrichtung mit einer Diodenlaser- 
Lincaranordnung in Draufsicht und in einer An- 
fangsstellung eines Verfaiirweges; 

die in Fig, 2 dargestellte Diodenlaser- 
Lhiearanordnung in einer Mittelstellung des Ver- 
fahrweges rclativ zurn beaufschlagten Wafer; 

eine Ausfuhrungsfonn der Diodenlaser- 
Verbundanordnung als Diodenlaser- 
Matrixanordtiung in Draufsicht; 

eine alternative Variante des Verfahrens am Beispiel 
einer mittels der Verfahrensvariante hergestellten 
Struktur. 

Fig. 1 zeigt eine Wafer-Kontaktierungs vorrichtung 10 mit einem Auf- 
nahmerahmen 11 zur absttitzenden Aufnahme eines ersten, hier als 
25 Halblciter-Wafer 12 ausgefuhrten Wafers und mit einem Gegenhalter 13 
mit cinem davon gehaltenen zweiten Wafer, der im vorliegenden Fall als 
ein Funktionsbauelement-Wafer 14 mit einer Vielzahl darin im Verb und 
angeordneten Kunststofflinsenteilen ausgebildet ist. 
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Fig. 1 




10 Fig, 2 



Fig. 3 



15 



Fig. 4 




20 Fig, 5 
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Der Aufnahmerahrnen 11 besteht aus einem Rahmen2:ylinder 15, der an 
seinem oberen Ende einen ringformigen Absatz 16 aufweifit, der zur 
Aufnahme einer hier als Glasplatte 17 ausgeftthrten transparenten Platte 
dient. An seinem der Glasplatte 17 gegeniiberliegenden Stirnende ist der 

5 Aufnahmerahmen 11 mit einer Diodenlaserverbundanordnung 18 versc- 
hen, Oberhalb der Diodenlaserverbundanordnung 18 befindet sich eine 
Transmissionseinrichtung 19, die von der Diodenlaserverbundanordnung 
1.8 einittierte Laserstrahlung 20 im Wesentlichen absorptionsfrei 
hindurchtreten lasst und mit zumindest einer hier nicht naher 

10 dargestellten Temperatursensoreinrichtung zur Messung einer 

Referenztemperatur versehen ist. Dartlber hinaus ist im Rahmenzylinder 
15 umfangsseitig ein Druckanschluss 21 vorgesehen, der eine 
Beaufschlagung eines zwischen der Glasplatte 17 und der 
Diodenlaserverbundanordnung 18 bzw. der Transmissionseinrichtung 19 

15 gebildeten Rahmeninnenraums 40 mit Druckluft ermoglicht. 

Der im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel ebenfalls einen Rahmenzylin- 
der 51 aufweisende Gegenhalter 13 weist aufgenommen durch den 
Rahmenzylinder 51 ein druckfestes Gehause 22 auf, das mit einem 
Vakuumanschluss 23 versehen ist. Eine als Gegenhaltefiache 24 dienende 

20 Wandung des Gehauses 22 ist als eine por5se Platte ausgefuhrt. Der 

Funktionsbaueleinent- Wafer 14 wird bei Anlegen eines Vakuums an den 
Vakuumanschluss 23 gegen die Gegenhaltefiache 24 in der in Fig- 1 
dargestellten Weise gehalten. Bci dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
ist die porose Platte mit einer elastischen, porOsen Zwischenlage 54 

25 versehen, urn lokale Abweicbungen in dem zwischen den Kontaktmetalli- 
sierungen wahrend der Kontaktierung wirksamen Kontaktdruck ausglei- 
chen zu konnen. 

Wie Fig. 1 zeigt ? wird ein zwischen dem Aufnahmerahmen 11 und dem 
Gegenhalter 13 gebildeter Prozessraum 25 umfangsseitig durch eine 
30 elastische Abdichtung 26 gegenuber der Umgebung abgedichtet. Der 
Prozessraum 25 ist iiber Gasanschliiase 27, 28 mit der Umgebung ver- 
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bunden. Die Ga$an$chlQ$$e 27, 28 errnoglichen das Aniegen ernes Vaku- 
ums oder beispielsweise auch die Beaufschlagung des Prozessraums 25 
mit einem Schutzgas, Eine Vakuumentgasung kann sich beispielsweise 
beim Einsatz von Klebermaterial als Verbindungsmaterial als vorteilhaft 
5 erweisen. 

Der Aufnahmerahmen 11 ist zusammen mit dem Gegcnhalter 13 in einem 
umlaufend geschlossenen Maschienenrahmen 29 gehalten. Zur Erzeugung 
' eines zur Kontaktierung von hier nicht naher dargestellten Kontaktmetal- 
lisierungen des Halbleiter- Wafers 12 mit Kontaktmetallisierungcn des 

10 Funktionsbauelement-Wafers l4 notwendigen Kontaktdrucks zwischen 
den durch jeweils cinander gegeniibcrliegcnd angcordnete Kontaktmetal- 
lisierungcn gebildeten Kontaktpaarungen ist zwischen dem Geh&use 22 
und einem Rahmenoberzug 30 des Maschinenrahmens 29 eine Positio- 
niereinrichtung 31 vorgesehen, die ein mit dem Gehause 22 verbundenen 

15 Gehauseteil 32 und cinen mit dem Rahmenoberzug 30 verbundenen 

Gehauseteil 33 aufweist. Neben der zweiachsigen Relativpo.sitionierung 
des GehSiiseteils 32 gegenuber dem Geh&useteil 33 um eine senkrecht 
zur ebenen Erstreckung der Wafer 12, 14 verlaufende Z-Ach$e und eine 
parallel zur ebenen Erstreckung der Wafer 12, 14 verlaufende X-Achse 

20 3 5 ermoglicht die Positioniereinrichtung 31 eine Relativbewegung des 
GeMuseteils 32 zum GeMuseteil 33 in Richtung der Z-Achse und somit 
eine Zustellbewegung des Fuuktionsbauelexneut-Wafers^ 14 in Richtung 
auf den Halbleiter- Wafer 12 zur Brzeugung des fur die Kontaktierung 
erforderlichen Kontakt- oder Anpressdrucks. 

25 Zur Kontrolle der H6he des Anpressdrucks sind ttber den stirnscitigen 
Umfang des Aufnahrnerahmens 11 verteilt zwischen dem Aufnahmerah- 
men 11 und einem Rahmenunterzug 36 des Maschinenrahmens 29 Kraft- 
messzellen 37 angeordnet. 

Zur Herstelhmg der Kontaktierung zwischen den Wafern 12 und 14 wird 
50 der Halbleiter-Wafer 12 auf die Clasplatte 17 des Aufnahrnerahmens 11 
aufgelegt. Die Anlage des Funktionsbauelemet- Wafers 14 gegen die 



/ 



FAXG3 Nr: 317064 von NVS:FAXG3.I0.0201/0931 796981 8 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 10 von 23) 
Datum 03.12.03 18:55 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
Betreff: 23 Seite(n) empfangen 



3-12-03;lS:45 jadVOtec. 5 +49 931 .7969B11 # 11/ 23 



10 





10 



Gegenhalteflache 24 des Gehauses 22 vom Gegenhalter 13 erfolgt durch 
Anlegen eines. Vakuurns an das Gehauselumen und dem damit verbunde- 
nen Ansaugen des Funktionsbauelement- Wafers 14 gegen die als porose 
Platte ausgebildete Gegenhalteflache 24. Nachfolgend erfolgt die exakte 
Relativpositioniemng der Kontakimetallisierangen auf ciner Kontakt- 
oberflache 38 des Funktionsbauelement-Wafers 14 zu Kontaktmetallisie- 
rungen auf einer Kontaktoberflache 39 des Halbleiter-Wafers 12 durch 
Ausbildung von Kontaktpaarungen der jeweils einander zugeordneten 
Kontaktmetallisierungen. Die hierzu erforderliche Ausrichtung erfolgt 
mittels der Positioniereinrichtung 31 and entsprechender Bet&tigung von 
Achsensteuerungen um die Z-Achse und in Richtung der X-Ach$e. 



Die Uberwachung der Positionierung kann beispielsweise fiber ©in hier 
nicht naher dargestelltes optisches Uberwachungssystem erfolgen, das in 
der Lage ist, eine Uberdeckung von zumindest zwei voneiuander entfem- 
15 ten Kontaktpaarungen zwischen Kontaktmetallisierungen des Halbleiter- 
Wafers 12 und Kontaktmetallisierungen des Funktionsbauejement-Wafers 
14 zu erkennen. 

Nach Einstellung der exakten Relativpositionierung wird eine Zustellung 
des Gegenhalters 13 in Richtung auf den Aufnahmerahmen 11 durch eine 

20 Achsenstenerung der Positioniereinrichtung 31 in Richtung der Z-Achse 
ausgefuhrt, bis iiber die Kraftmesszellen 37 das Erreichen des Schwell- 
wertes fur den korrekten Anpressdruck erkannt und der entsprechende 
Achsenantrieb abgeschaltet wird. Zura Ausgleich einer etwaigen Durch- 
-biegung der Glasplatte 17 in Folgc des Anpressdrucks kann der Innen- 

25 raum 40 des Aufnahmerahmens 1 1 iiber. den Druckanschluss 41 mit einetn 
Fluiddruck, also einem Gaadruck Oder einein Flussigkeitsdruck beauf- 
schlagt werden. Wenn somit sichergestellt ist, dass samtliche Kontakt- 
paarungen mit dem zur Kontaktierung erfordcrlichen Anpressdruck 
gegeneinander liegen, erfolgt eine Betatigung der Diodenlaserverbund- 

30 anordnung 18, die je nach Ausfuhrung der Diodenlaserverbundanordnung 
18 auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen kann. 
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In den Fig. 2 und 3 ist eine Draufsicht auf den Aufnahmerahrnen 11 
entsprechend dem Schnittlimenverlauf II-II in Fig. 1 dargestellt. Zu 
erkennen ist der lediglich hinsichtlich seiner Umrisskonturen dargestellte 
Halbleiter-Wafer 12, der auf der Glasplatte 17 des AufnahTrterahrnens 11 

5 angeordnet ist und riickwartig mittels einer Diodenlaser-Linearanordnung 
42 mit Laser&trahlung 20 beaufschlagt wird. Im vorliegenden Fall urn- 
fasst die Diodenlaser-Linearanordnung 42 sieben auf cinem Diodenlaser- 
trager 52 angeordnete Laserdioden 43, die entsprechend ihrer typischen 
geschichteten Ausbildung mit einer laseraktiven Schicht jeweils einen 

10 rtaherungsweise im Querschnitt rechteekformigen Strahlengang 44 
emittieren, der zu einer Strahlquerschnittsflache 45 aufgeweitet, die 
regelniafiig bis zu mehreren Quadratzentimetern groB ist, riickwartig auf 
den Halbleiter-Wafer 12 auftrifft und je naeh Anschlusstlachendichte des 
Halbleiter-Wafcrs 12 eine groBere Anzahl von Anschlussfiachen gleich- 

15 zeitig mit Laserstrahlung beaufschlagt. 

Die Diodenlaser-Linearanordnung 42 ist mit einer hicr nicht naher 
erl&uterten Ansteuerung verseheu, die es ermfiglicht, die Diodenlaser 43 
der Diodenlaser-Linearaiiordmmg 42 einzeln oder gruppenweise zusam- 
mengefasst zu aktivieren. Zur riickwartigen Beaufsohlagung der gesam- 

20 ten Kontaktoberflacbe des Halblcitcr-Wafers 12 wird die Diodenlaser- 
Linearanordnung 42 ausgehend von der in Fig. 2 dargestelltcn Anfangs- 
position iiber den gesamten Durchmesser des Halbleiter-Wafers 12 
verfahren, Dabei werden jeweils nur diejenigen und so viele Diodenlaser 
43 in Abhangigkcit vom Verfahrweg 46 aktiviert, urn quer znm Verfahr- 

25 weg 46 den jeweiligen Durchmesser des Halbleiter-Wafers 12 iiberde- 
cken zu konnen. So zeigt im hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel die 
Fig. 2 die in der Anfangsposition befindliche Diodenlaser- 
Linearanordnung 42 mit lediglich drei aktivierten Diodenlascm 43 und 
die Fig. 3, in der eine mittlere Position der Diodenlaser-Linearanordnung 

30 42 langs des Verfahrweges 46 dargestellt ist, eine Aktivierung samtlicher 
Diodenlaser 43 der Diodenlaser-Linearanordnung 42. 
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Fig. 4 zeigt eine Diodcnlascr-Matrixanordnung 47 mit zehn Diodenlaser- 
Spalten 48 und sieben Diodenlaser-Reihen 49. Zur Attpassung an die 
grundsatzlich kreiafiachenfSrmige Ausbildung des Halbleiter-Wafers 12 
und wegen der rechteckformigen Ausbildung der StraMquerschnittsfi&che 
45 ist die Matrix der Diodenlaser-Matrixanordnung 47 unregelmafiig 
ausgebildet, urn die gesamte Kontaktoberflache 39 des Halbleiter-Wafers 
12 mit Laserstrahluwg beaufschlagen zu konnen. 

Wie in Fig. 4 durch die kreuzschraffierte Darstellung eines Teils der 
Strahlquerschnittsllachen 45 der Diodcnlaser 43 verdeutlicht, ist es zur 
Laserbe&ufschlagung eimes gegeniiber dem Halbleiter-Wafer 12 im 
Durchmesser reduzierten lialbleiter- Wafer 50 ausreichend, nur einen Tej], 
der Diodenlaser 43 entsprechend einer Teilmatrix 53 zu aktivieren. 
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1. Verfahren. zur wechselseitigen Kontaktierting von zwei waferartigen 
Bauelement-Verbundanordnungen (12, 14) aus einer Vielssahl zusam- 
menh&ngend ausgebildeten gleichartigen Bauelementen, insbesondere 
eines Halbleiter-Wafers mit einem Funktionsbau element- Wafer, zur 

5 Herstellung von elektronischen Baugruppen auf Wafer-Ebene, bei 

dern die beiden jeweils auf ihren einander gegenuberliegenden Kon- 
taktoberflachen (38 5 39) mit Kontaktmetallisierungen versehenen 
Bauelement-Verbundanordnungen zur Ausbildung von Koxvtaktpaa- 
rungen mit ihren Kontaktmetallisierungen in eine.Uberdeckungslage 

10 gebracht werden, in der die miteinander zu verbindenden Kontaktme- 

tallisierungen gegeneinander gedrtLckt werden, und die Kontaktienmg 
der IContaktmetallisierungen durch ruckwartige Beaufschiaguug der 
einen Bauelement-Verbundanordnung (12) mit Laserstrahlung (20) 
erfolgt, wobei die Wellenlange der Laserstrahlung in Abhangigkeit 

15 vom Absorptionsgrad der nickwartig beaufschlagten Bauclcmcnt- 

Verbundanordnung so gewahlt wird, dass eine Transmission der La- 
serstrahlung durch die ruckw&rtig beaufschlagte Bauelement- 
Verbundanordnung im Wesentlichen unterbleibt oder eine Absorption 
der Laserstrahlung im wesentlichen in den Kontaktmetallisierungen 

20 der einen oder beider Bauclement-Verbundanordnungen erfolgt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzcichnet, 

dass die Laserbeaufschlagung mittels einer Verbundanordnung (18, 
42 9 47) von mehreren Diodenlasern (43) erfolgt, die einzeln oder in. 
25 Gruppen zusammengefasst zur Emission von Laserstrahlung (20) ak- 

tiviert werden, derart, dass samtliche oder in Gruppen zusammenge- 
fasste Kontaktpaarungcn zur Kontaktierung mit Laserstrahlung be- 
aufschlagt werden. 
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3, Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekem n z eichnet, 

dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als Diodenlaser- 
Linearanordnung (42) ausgebildet ist, die mit Abstand unterhalb der 
5 riickw&rtig mit Laserstrahlung (20) beaufschlagten Bauelement- 

Verbundanordnung (12) angeordnet ist, und dass die Diodenlaser- 
Linearanordnung zumindest einachsig und parallel zur Erstreckungs- 
ebene der Bauelement-Verbundanordnung verfahren wird* 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ? 
10 dadurch gekennzeichnet ? 

dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als Diodenlaser- 
Matrixanordnung (47) ausgebildet ist, wobei die Diodenlaser (43) 
entsprechend der GroBe der rttckw&rtig mit Laserstrahlung (20) be- 
aufschlagten Bauelement-Verbundanordnung (12) in ihrer Gesamtheit 
15 oder nnr im Umfang eincr Teilmatrix aktiviert werden. 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruchen, 
dadurch gekennzeichnet 3 

dass m einem durch den Abstand ausgebildet en Zwischenraum (40) 
vermittels einer von der Laserstrahlung (20) durchdrungenen Trans- 
20 missionseinrichtung (19) eine Referen2temperatur gemcssen wird. 

6, Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zur Ausrichtung der Koritaktmetallisierungen in einer Uberde- 
ckungslage zur Ausbildung der Kontaktpaarungen der der ruckwartig 
25 mit Laserstrahlung (20) beaufschlagten Bauelement-Verbundanord- 

nung (12) gegenttberliegenden Bauelement-Verbundanordnung (1.4) 
mittels einer sweiachsig und parallel zur Erstreckungsebene wirken- 
den Position! ereinrichtnng (31) positioniert wird. 
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7. Vorrichtimg zur wechselscitigen Kontaktierung von zwei waferarti- 
gen Bauelement-Verbundanordnungen (12, 14) aus einer Vielzahl zu- 
sammenhangend ausgebildeten gleichartigen Bauelementeii, insbc- 
sondere eines Halbleitor- Wafers mit einem Funktionsbaueleinent- 

5 Wafer, zur Herstellung von elektromsclien Baugruppen nach einem 

Verfahren gernaB einem der Anspriiche 1 bis 6 ? mit einem Aufnahme- 
rahrnen (11) zur abstutzenden Aufnahme der ersten Bauelement- 
Verbundanordnung (12) auf eirier im Aufnahmerahmen angeordneten 
transparenten Platte (17), einer durch die transparent© Platte von der 

10 Baueiement-Verbundanordnung (12) getrennt inncrhalb des Aufnah- 

merahmens angeordneten Diodenlaser-Verbundanordnung (18, 42, 
47)., mit einem Gegenhalter (13) zur Aufnahme der zweiteu Bauele- 
ment-Verbundanordnung (14) derart, dass mit Kontaktmetallisierun- 
gen versehenen Kontaktoberflachen (38, 39) der Bauelement- 

15 Verbundanordnungen einander gegemiberliegend angeordnet sind, mit 

einer Positioniereinrichtung (31) zur Relativpositionieruhg der Bau- 
element-Verbundanordnungen, derart, dass die miteinander zu ver- 
bindenden Kontaktmetallisierungen Kontaktpaarungen bilden und mit 
einer Andruckeinrichtung (31) zur Erzeugung eines Kontaktdrucks 

20 zwiscben den Kontaktmetallisierungen der Kontaktpaarungen. 

8. Vorricbtung tiach Anspruch 7, < 
dadurch gekennzeicb. net, 

dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als eine Diodenlaser- 
Linearanordnung (42) mit einer Mehrzahl von in einer Reihe ange- 
25 ordneten Diodenlasern (43) ausgebildet ist, die auf einem quer zur 

Ausrichtung der Reihe und parallel zur Erstreckungsebene der Bau- 
element-Verbundanordnung (12) verfahrbaren Diodenlasertrager an- 
geordnet sind. 



/ 
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9. Vorrichtung nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Diodenlaser (43) der Diodenlaser- Linearanordnung (42) ein- 
zeln Oder gruppenweise aktivierbar sind, derart, dass zur Beaufschla- 

5 gung einer kreisflachenformigen Kontaktoberflache (38) der Bauele- 

ment-Verbundanordnung (12) mit der parallel zur Erstrcckungsebene 
der Bauelement-Verbundanordnung verfahrbaren Diodenlaser- 
Linearano'rdnung lediglich die Diodenlaser der Diodenlaser- 
Linearanordnutig aktivierbar. sind, die in Abhangigkeit vom Verfahr- 

10 weg (46) zur Oberdeckung der zugeordneten Quererstreokung der 

Kontaktoberflache der Bauelement-Verbundanordnung benotigt wer- 
den. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 7 S 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dass die Diodenlaser-Verbundanordnung als eine Diodenlaser- 

Matrixanordtmng (47) mit einer Mehrzahl von jeweils in Reihen und 
Spalten angeordneten Diodenlasern (43) ausgebildet ist. 

1 1 . Vorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass die Diodenlaser (43) der Diodenlaser-Matrixanordnung (47) ein- 

zeln Oder gruppenweise aktivierbar sind, derart, dass bei einer koaxi 1 
alen Ausrichtung der Flachenmittelpunkte der Kontaktoberflache (38) 
der Bauelement-Verbundanordnung (12) und der Matrixflache zur 
Beaufschlagung der kreisflaclienformigen Kontaktoberflache die Di- 

25 odenlaser entsprechend der Grofie der Kontaktoberflache in ihrer Ge- 

samtheit oder nur im Umfang einer zur Oberdeckung der Kontakt- 
oberflache benetigten Teilmatrix aktivierbar sind. 
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12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 1 1 ? 
dadurch gekennzeichnet , 

dass in einem durch einen Abstand zwischen der transparenten Platte 
(17) und der Diodenlaser-Verbundanordnung (18, 42, 47) gebildeten 
5 Zwischenraum eine Transmissionseinrichtung (19) angeordnet ist, die 

zur Messung einer Rcferenztemperatur dient, 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

da$$ zur Ausrichtung der Kontaktmetallisierungen in einer Uberde- 
10 ckungslage zur Ausbildung der Kontaktpaarungen die der ruckwartig 

mit Laserstrahlung beaufschlagten Bauelement-Verbundanordnung 
(12) gegenixberliegende Bauelement-Verbundanordnung (14) in einer 
zumindest zweiachsig verfahrbaren PositioniereinrichUmg (31) ange- 
ordnet ist. 

15 14, Vorrichtung nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Positionieremrichtung (31) dreiachsig ausgebildet ist, der- 
art 9 dass neben einer zweiachsigen Positionierung der Bauelement- 
Verbundanordnung (14) in der Erstreckungsebene der Bauelement- 
20 Verbundatiordnung die Positioniereinrichtung zur Ausfuhrung eirier 

Zustellbewegung quer zur Erstreckungsebene dient, derart, dass die 
Positioniereinrichtung zur Erzeugung des Kontalctdrucks dient. 



A 
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